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В.И. Каменев

АННОТАЦИЯ
Программа вступительного экзамена предназначена для поступающих на обучение по образовательным программам дополнительного профессионального образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Государственного учреждения «Донецкий физико-технический институт им.А.А. Галкина» по специальности: 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» (физико-математические науки)
Программа разработана в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования ступеней специалист, магистр.

Цель вступительного экзамена – выявление среди поступающих в аспирантуру наиболее способных и подготовленных к освоению образовательных программ дополнительного профессионального образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Программа вступительных испытаний включает в себя:

- аннотацию;

- требования к поступающим;

- показатели и критерии оценки результатов вступительных испытаний;

- содержание программы;

- список рекомендуемой литературы и источников.

І. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

Поступающий в аспирантуру должен продемонстрировать теоретические знания в соответствии с государственными

 образовательными стандартами высшего профессионального образования ступеней специалист, магистр.

ІІ. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Каждый вопрос вступительного экзамена оценивается экзаменационной комиссией раздельно, по 5-балльной шкале. Итоговая оценка за вступительный экзамен определяется как средний балл оценок ответов по каждому из трех основных вопросов.

Результаты оцениваются по государственной шкале в соответствии с определением, приведенным в таблице, и вносятся в экзаменационную ведомость.

	По государственной шкале
	Определение

	«Отлично»

(«5»)
	отлично – отличное выполнение с незначительным количеством неточностей

	«Хорошо»

(«4»)
	хорошо – в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок (до 10%)

	
	хорошо – в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок (до 15%)

	«Удовлетворительно»

(«3»)
	удовлетворительно – неплохо, но со значительным количеством недостатков

	
	достаточно – выполнение удовлетворяет минимальные критерии

	«неудовлетворительно» с возможностью повторной аттестации

(«2»)
	неудовлетворительно – надо поработать над тем, как получить положительную оценку


ІІІ. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Кристаллическая решетка, фононы.

1.1. Простые и сложные кристаллические решетки. Прямая и обратная решетки кристалла. Зоны Бриллюэна.

1.2. Природа сил взаимодействия атомов в кристалле. Колебания и волны в простой решетке. Нормальные координаты, фононы. Взаимодействие фононов.

1.3 Тепловые свойства решетки. Теплоемкость, тепловое расширение и теплопроводность, параметр Грюнайзена.

2. Электронные состояния. 

2.1. Электрон в периодическом поле. Теорема Блоха. Приближение почти свободных и сильносвязанных электронов. 

2.2. Металлы, диэлектрики и полупроводники.

2.3. Локализованные состояния электрона в кристалле. Функции Ванье. Движение электрона в поле примеси. Экситоны. Поляроны.

2.4. Статистическое равновесие свободных электронов в металлах и полупроводниках. Поверхность Ферми. Плотность состояний. Концепция квазичастиц. Ферми-жидкость.

2.5. Полупроводниковые кристаллы, собственная и примесная проводимость. Полупроводниковые приборы.

3. Неупорядоченные системы.

3.1. Точечные дефекты кристаллической решетки. Статистика дефектов. Процессы рекомбинации на дефектах решетки.

3.2. Локализованные состояния электрона в неидеальной решетке. Длина локализации. Плотность состояний.

4. Кинетические свойства металлов и полупроводников.

4.1. Проводимость и теплопроводность. Концепция длины свободного пробега.

4.2. Процессы рассеяния: рассеяние на примесях, рассеяние на фононах. Процессы переброса.

4.3. Гальваномагнитные свойства. Эффект Холла в слабом и сильном магнитных полях.

4.4. Термомагнитные и термоэлектрические явления. Термоэдс. Эффект Пельтье. Эффект Томсона.

5. Оптические свойства.
5.1 Дисперсия и поглощение света кристаллами.

5.2. Оптические свойства металлов и полупроводников. 

5.3. Межзонные переходы. Поглощение света свободными носителями.

6. Диамагнетизм и парамагнетизм.

6.1. Намагниченность и восприимчивость. Восприимчивость диэлектриков с полностью заполненными оболочками. Ларморовский диамагнетизм. 

6.2. Правила Хунда. Парамагнетизм.

6.3. Восприимчивость металлов. Парамагнетизм Паули. Диамагнетизм Ландау.

7. Магнетизм.

7.1. Магнитные свойства двухэлектронной системы. Синглетные и триплетные состояния. Спиновый Гамильтониан, и модель Гейзенберга.

7.2. Прямой обмен, сверхобмен, косвенный обмен и обмен между делокализованными электронами. 

7.3. Типы магнитных структур. Основное состояние Гейзенберговского ферромагнетика. Спиновые волны. Домены.

8. Сверхпроводимость.

8.1. Эффективное взаимодействие между электронами. Куперовские пары.

8.2. Основное состояние сверхпроводника и спектр элементарных возбуждений. Температура сверхпроводящего перехода.

8.3. Уравнение Гинзбурга-Ландау. Сверхпроводники первого и второго рода. Длина когерентности и глубина проникновения. Термодинамическое критическое поле. Верхнее и нижнее критические поля.
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